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RECENZJA
whniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr. inz. Adamowi Szyszce

Recenzja zostata przygotowana na podstawie wniosku w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego dr. inz. Adamowi Szyszce z dnia 29 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 219 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 20 lipca 2018 r. z
pGzniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawa, stopien doktora habilitowanego mozna nadac osobie,
ktéra posiada w dorobku osiagniecia naukowe, stanowigce znaczny wktad w rozwdj okreslonej
dyscypliny, w tym cykl powigzanych tematycznie artykutéw naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiatach z konferencji miedzynarodowych.

Ocena cyklu powiazanych tematycznie artykutéw naukowych

Jako osiagniecie naukowe w rozumieniu art. 219 ust.1 pkt. 2 b) Ustawy dr inz. Adam Szyszka
wskazat cykl dziesieciu powigzanych tematycznie artykutéw naukowych, ktoéry zatytutowat:
,Zastosowanie mikroskopii ze skanujaca sondg do charakteryzacjii diagnostyki struktur przyrzadowych
potprzewodnikdw ztozonych”. Wszystkie publikacje tworzace cykl sa publikacjami wieloautorskimi.
Zgodnie ze ztozonymi o$wiadczeniami udziat habilitanta w powstanie publikacji wynosit od 40 do 80 %,
przy czym w dziewigciu z nich byt wyzszy od 60 %. Wérod wskazanych publikacji trzy to publikacje
pokonferencyjne. Z danych dostepnych w bazie SCOPUS wynika, ze na dzien 2 grudnia 2021 r.
publikacje tworzgce cykl zostaly zacytowane 47 razy (36 — bez autocytowarn). Sposréd wszystkich
cytowan 28(26) dotyczy publikacji [h4] i [h9]. Habilitant wykorzystywat w badaniach cztery mikroskopie
ze skanujaca sonda: sit atomowych (AFM) [h4, h9], pojemnoéciowa (SCM) [h2, h3, h6, h10], potencjatu
powierzchniowego (SSPM) [h7, h8, h10] i rezystancji rozproszenia (SSRM) [h1, h10].

Zgodnie z poradnikiem przygotowanym przez Rade Doskonatosci Naukowej pt.: ,Postepowania
dotyczace nadawania stopnia doktora habilitowanego” (aktualizacja z 5 sierpnia 2021 r.), zwanym dalej
Poradnikiem, cykl publikacji bedacy ocenianym osiagnigciem naukowym powinien dokumentowac
oryginalne rozwigzanie problemu naukowego i znaczny wktad w rozwéj dyscypliny naukowej. W tym
kontekscie powstaje pytanie, czy wykorzystanie znanych metod badawczych do badania nowej grupy
obiektéw jest oryginalnym rozwiazaniem problemu naukowego. Z tytutu cyklu publikacji nie wynika,
jaki problem naukowy zostat rozwigzany. Z wprowadzenia do omdwienia osiagnigcia badawczego
(podpunkt 4.3.1 ,Omoéwienia osiggnigcia naukowego”) mozna wywnioskowac, ze celem badan
prowadzonych przez habilitanta byto ,pozyskanie i analiza informacji o lokalnych wtasciwosciach
warstw  epitaksjalnych, struktur potprzewodnikowych  oraz przyrzagdow nano-, mikro- i
optoelektronicznych istotnie wplywajacych na ich wiasciwosci i pozwalajgcych na poprawe
parametréw uzytkowych” z wykorzystaniem mikroskopii ze skanujaca sondg (SPM).

1



Przeanalizowanie oryginalnosci i znaczenia poszczegdlnych publikacji tworzacych cykl, a takze
zasadnodci ich wyboru z uwzglednieniem tematu osiggnigcia naukowego wskazanego w Ustawie
wymaga dokonania szczegotowej analizy poszczegblnych publikacji.

W pracy [h1] przeanalizowano mozliwos¢ wykorzystania SSRM do wyznaczenia koncentracji
no$nikow pradu. Badanymi probkami byt uktad warstw GaAs o réznym domieszkowaniu oraz struktura
tranzystora MagFET. Wyniki uzupetniono o pomiary lokalnych charakterystyk pradowo napigciowych
dla probki GaAs. Stwierdzono, ze skaningowa mikroskopia rezystancji rozproszenia nie daje mozliwosci
wykonania pomiaréw ilosciowych koncentracji, czego powodem moze by¢ wptyw rozmiaru kontaktu
na wysokos¢ bariery potencjatu na granicy ostrze sondy-prébka. Efekt ten scharakteryzowana dwoma
wykresami. Praca ma charakter badan wstepnych, zostata zacytowana 2 razy w innych pracach
habilitanta.

Kolejny artykut [h2] dotyczy analizy mozliwosci wykorzystania SCM do badania struktur
potprzewodnikowych. Jest to publikacja pokonferencyjna. Jako probki wykorzystano ukfad warstw n-
GaAs o roznej koncentracji domieszek, analogiczny jak w pracy [h1], oraz heterostrukture
AlGaN/GaN/Si ogniwa stonecznego typu tandem. Stwierdzono, ze skaningowa mikroskopia
pojemnosciowa nadaje sig do ilosciowe] analizy koncentracji nosnikéw. Artykut byt cytowany 6 razy (3
- bez autocytowan).

Whioski sformutowane w artykutach [h1, h2] powielajg informacje o mozliwych zastosowaniach
SCM i SSRM, ktore mozna znalei¢ w artykutach charakteryzujacych poszczegdine mikroskopie oraz na
stronach producentéw mikroskopow skaningowych (np. https://doi.org/10.1116/1.1424280,
https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.29.1.471, https://www.parksystems.com/index.php/park—
afm-modes/electrical-modes?i=9).

Artykut [h3] dotyczy badania ogniwa stonecznego typu tandem z wykorzystaniem SCM.
Fragmenty artykutu zostaty zaczerpniete z pracy [h2] (czgs¢ wstepu, rys. 3a), ktorej rozwiniecie
stanowi. Wyniki uzupetniono, migdzy innymi, o analize teoretyczng koncentracji nosnikow w
strukturze. Wnioski sg podobne jak w pracy [h2]. Artykut byt cytowany 4 razy (2 - bez autocytowan).

W pracy [h4] zostata opisana struktura czujnika nadfioletu wytworzonego na bazie GaN ze
zwierciadtem Bragga. Jest to praca z najwigksza liczbg cytowan wérdd wszystkich artykutéw tworzacych
cykl. Byta cytowana 20 razy (19 — bez autocytowarn). W czeéci eksperymentalnej pracy zostaty
wykorzystane wyniki pomiaréw metodg transmisyjnej mikroskopii elektronowej, spektroskopii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego, spektroskopii ramanowskiej, spektroskopii
wspdtczynnika odbicia i pomiary charakterystyk widmowych odpowiedzi fotodetektora. Wsrdd technik
eksperymentalnych nie wymieniono zadnej mikroskopii ze skanujaca sonda. W tekscie pojawia sig
jedynie wzmianka o wykorzystaniu AFM do wyznaczenia chropowatosci powierzchni, cytujg: ,It is
noted that the general lower measured reflectivity up to 800 nm is a result of non-ideal flatness of the
GaN surface of our heterostructure (typically, ¥10 nm root mean square (RMS) roughness values are
measured by atomic force microscopy (AFM) imaging (data not shown)).”. Informacja o chropowatosci
zostata wykorzystana do wyjasnienia nizszej od oczekiwanej wartosci wspoétczynnika odbicia $wiatta od
struktury. Natomiast w punkcie 4.3.4 ,Omowienia osiggniecia naukowego” w odniesieniu do pracy [h4]
pojawia sig stwierdzenie, ze ,charakteryzacja topografii powierzchni struktur metoda mikroskopii sit
atomowych byta jedna z podstawowych technik oceny jakosci warstw osadzonych technika epitaksji z
wiazki molekularnej”, po ktorym nastepuje obszerny fragment dotyczacy wykorzystania mikroskopii sit
atomowych do oceny procesu wytwarzania zwierciadet Bragga (strony 15-16). Tyle tylko, ze takiej
analizy nie ma w cytowanej pracy. W zwigzku z tym dotgczenie artykutu [h4] do cyklu prac zwigzanych
z wykorzystaniem mikroskopi skaningowych do badania struktur przyrzadowych jest dyskusyjne.
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Artykut [h5] to publikacja pokonferencyjna, ktdra dotyczy badania heterostruktur AlGaN/GaN.
W zasadniczej czeéci jest oparta na pomiarach ruchliwosci. AFM wykorzystano do pomiaru
chropowatosci powierzchni prébek, co zostato powigzane z jakoécig wytworzonych heterostruktur.
Artykut byt cytowany 1 raz.

Publikacja [h6] dotyczy w catosci charakteryzacji przestrzennych niejednorodnosci struktury
elektronowej spowodowanych defektami w heterostrukturach ~ AlGaN/GaN/Si.  Analize
przeprowadzono w oparciu o pomiary wykorzystujgce SCM. Zbadano wptyw zagrzebanej warstwy SiN
na koncentracje defektéw obserwowanych na powierzchni. Praca doczekata sie 4 cytowan (3 - bez
autocytowan).

Kolejna praca to artykut pokonferencyjny poswigcony badaniom planarnych detektorow
nadfioletu, ktére zostaty wytworzone w oparciu o GaN [h7]. Badania wykonano wykorzystujgc dwie
techniki pomiarowe - metode pradu indukowanego wigzka $wiatta oraz SSPM. Praca zostata
zacytowana 1 raz.

Artykut [h8] dotyczy badan wptywu niskich koncentracji wodoru na potencjat powierzchniowy
cienkich warstw palladu i platyny. Badania miaty na celu analizg mechanizméw odpowiedzialnych za
dziatanie czujnikéw wodoru. Warstwy byly nanoszone bezposrednio na podtoze GaAs lub gruba
warstwe zlfota naniesiong na podfoze GaAs. W publikacji zamieszczono zaleznosci potencjatu
powierzchniowego w funkcji koncentracji wodoru w azocie. W ,Oméwieniu osiggniecia naukowego”
punkt 4.3.5 zamieszczono dodatkowo mapy potencjatu powierzchniowego, kt6rych nie ma w artykule
(rys. 23). Artykut nie dotyczy badania struktur przyrzadowych. Jedynie we wprowadzeniu wspomniano
o zaawansowanych czujnikach wykorzystujacych warstwy GaN i heterostruktury AlGaN/GaN. Z tego
wzgledu zgodnos¢ badan opisanych w pracy z tytutem cyklu moze budzi¢ watpliwosci. Artykut byt
cytowany 1 raz przez jednego z autorow.

W publikacji [h9] zaproponowano nowa metodologie analizy chropowatoéci powierzchni, w
ktérej wykorzystuje sig zaleznos¢ obliczonej chropowatosci od wielkosci powierzchni uwzglednianej w
obliczeniach. Na przyktadzie obrazowan AFM wykonanych dla powierzchni struktur AlGaN/GaN/Si
wykazano, ze metoda pozwala lepiej scharakteryzowa¢ rodzaj struktur wystepujacych na powierzchni.
Jest to metod uniwersalna, nie zwigzana z badaniem konkretnego rodzaju prébek. Struktury
AlGaN/GaN/Si zostaty uzyte ze wzgledu na rézny charakter powierzchni, natomiast zadne analizy
zwiazku miedzy chropowatoscia a wiaéciwoéciami struktur nie byty prowadzone. Artykut byt cytowany
8 razy (7 — bez autocytowarn).

Ostatnia publikacja uwzgledniona w osiagnieciu zostata opublikowana w 2021 r., jednak byfa
dostepna na stronie internetowej czasopisma od pazdziernika 2020 r. [h10]. Dotyczy kompleksowych
pomiaréw elektrycznych struktur AlGaN/GaN/Si metodami mikroskopii skaningowej (SSPM, SSRM i
SCM) dla prébek pobudzanych sSwiattem o réznej energii fotondw. Potaczenie rdznych technik
mikroskopowych z analiza widmowa powinno pozwoli¢ na lepsze scharakteryzowanie procesow
elektronowych zachodzacych w badanych strukturach. Praca nie byta dotychczas cytowana.

W podsumowaniu ,Omowienia osiggniecia naukowego” (punkt 4.3.7) dr inz. Adam Szyszka
przedstawit wykaz osiggnig¢ przeprowadzonych przez siebie badan, ktére w jego ocenie stanowig
oryginalny i znaczny wkiad w rozwdj dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.

1. Uwazglednienie wystepowania efektu skalowania kontaktu prostujacego w interpretacji wynikow
pomiaréow metodg Skaningowej Mikroskopii Rezystancji Rozproszonej warstw i struktur
pétprzewodnikéw ztozonych [h1].



Habilitant wprowadza pojecie efektu skalowania, ktérego nie ma w oryginalnej pracy [Appl. Phys. Lett.
81 (2002) 3852]. Dalej prezentuje dwa wykresy analogiczne do tych, jakie mozna znalez¢ w cytowanej
publikacji (Fig. 1) i w sposéb ogélny stwierdza, ze wielko$¢ kontaktu powinna by¢ uwzgledniona przy
interpretacji wynikéw pomiaréw metoda SSRM. Natomiast opisany wptyw nie jest uwzgledniony w
przedstawionej analizie wynikow.

2. Wskazanie przyczyn niewtasciwego dziatania struktur czujnikow pola magnetycznego typu
MagFET, na bazie GaAs oraz heterostruktur AlGaN/GaN z podwdjng epitaksja bufora GaN,
pozwalajgce na optymalizacje technologii wytwarzania przyrzadow [h1].

W artykule zamieszczono wynik obrazowania przekroju struktury tranzystora MagFET metodg SSRM i
stwierdzono mozliwoéé tworzenia sie fazy miedzymetalicznej w poblizu kontaktu. Stwierdzono
réwniez, ze uzyta metoda obrazowania moze by¢ bardzo uzyteczna przy okresleniu optymalnych
parametrow formowania cieplnego kontaktu. Natomiast wskazania przyczyn niewtfasciwego dziatania
struktur czujnikéw pola magnetycznego typu MagFET w pracy [h1] nie znalaztem.

3. Wykazanie zwigzku miedzy chropowatoécig powierzchni (a tym samym interfejsu AlGaN/GaN) a
zmianami rozkitadu ruchliwoéci nosnikow w dwuwymiarowym gazie elektronowym w
heterostrukturach AlGaN/GaN [h5].

W [h5] pojawia sie stwierdzenie o istnieniu korelacji miedzy ruchliwoscig elektronow w
dwuwymiarowym gazie elektronowym i chropowatosécig powierzchni- wraz ze zmniejszaniem sie
chropowatosci roénie ruchliwo$¢. Ten fragment publikacji konczy sig informacjg, ze wyjasnienie
rozktadu ruchliwoéci noénikéw wymaga dalszych prac. Natomiast gtéwnym wnioskiem ptynacym z
opisanych badan jest potwierdzenie o przydatnosci AFM i pomiaréw efektu Halla w zmiennym polu
magnetycznym do charakteryzacji struktur AlGaN/GaN.

4. Wykazanie i przedstawienie, po raz pierwszy w literaturze przedmiotu, dzieki bezposredniej
obserwacji mikroskopowej, odmiennego wptywu réznego rodzaju defektow powierzchniowych,
obecnych w heterostrukturach AlGaN/GaN, na procesy formowania i przewodnictwa
dwuwymiarowego gazu elektronowego [h6].

Tres¢ osiggniecia odpowiada zakresowi pracy.

5. Obserwacja i wyjasnienie wplywu nieliniowosci kontaktéw omowych fotorezystoréw na
powierzchniowa zmiane rozktadu fotopradu w strukturach planarnych [h7].

Tre$¢ osiggniecia odpowiada zakresowi pracy.

6. Zbadanie lokalnego i zmieniajgcego sie w czasie charakteru wzrostu potencjatu powierzchniowego
warstw metali, katalizujgcych rozpad wodoru pod wptywem jego obecnosci, zaleznego od
struktury i rodzaju metalu, co pozwolito zaproponowaé optymalny rodzaj i grubosc metalizacji
warstwy katalizujgcej rozpad wodoru w konstrukcji czujnika wodoru, bazujagcego na
wykorzystaniu wtasciwosci ztgcza Schottky’ego do warstw GaN i heterostruktur AlGaN/GaN [h8]

Zbadano odpowiedz na ekspozycje na wodor osmiu warstw Pd i oémiu warstw Pt (cztery grubosci,
dwa podtoza), przy czym w publikacji zamieszczono wyniki dla wszystkich warstw Pd i dwadch warstw
Pt. Zgodnie z deklaracjg autoréw publikacji skupiono sie na pomiarach dla warstw Pd. Analiza wynikow
dotyczy zmian wartosci potencjatu powierzchniowego w zaleznosci od stezenia wodory w atmosferze
azotu. Propozycji optymalnego rodzaju i grubosci metalizacji dla czujnika wodory nie znalaztem.
Jedyne odniesienie do czujnikdéw wykorzystujacych warstwy GaN i heterostruktury AlGaN/GaN
znajduje sie we wstepie.



7. Opracowanie nowej metody analizy ilosciowej powierzchni z wykorzystaniem powierzchniowej
analizy chropowatosci [h9].

Tresc osiggniecia odpowiada zakresowi pracy.

8. Opracowanie nowatorskiej metodyki badar lokalnych wiasciwosci elektrycznych warstw i struktur
potprzewodnikowych, z wykorzystaniem technik mikroskopii ze skanujgca sondg (skaningowej
mikroskopii pojemnosciowej, skaningowej mikroskopii potencjatu powierzchniowego oraz
skaningowej mikroskopii rezystancji rozporoszonej) z jednoczesnym pobudzeniem optycznym
probki, ktére zostaty wykorzystane do zbadania niejednorodnosci wiasciwosci heterostruktur
AlGaN/GaN wywotanych mikrostrukturg powierzchni [h10].

Tre$¢ osiggniecia odpowiada zakresowi pracy.

Powyzsza analiza pokazuje, ze sposrod o$miu osiggnie¢ deklarowanych przez habilitanta tylko
potowa znajduje petne potwierdzenie w przywotanych publikacjach. Jednoczes$nie publikacje [h2, h3i
h4] nie sa przypisane do Zadnego osiggnigcia. Mozna w tym miejscu zauwazy¢, ze wszystkie publikacje
powigzane z deklarowanymi przez dr. inz. Adama Szyszke osiggnigciami stanowigcymi oryginalny i
znaczny wktad w rozwaj dyscypliny byty cytowane tacznie 17 razy (12 razy bez autocytowan), co daje
2,43 (1,71) cytowania na publikacje.

Wéréd publikacji powigzanych z osiggnigciami badawczymi nie ma pracy [h4]. We wczesniejszej
analizie publikacji tworzacych cykl wskazatem, ze ta publikacja nie jest oparta na wykorzystaniu SPM.
Z tego powodu nie powinna znalez¢ sig¢ w cyklu.

Podsumowujac przeglad prac sktadajgcych sig na cykl publikacji stanowigcych wymagane
Ustawa osiggniecie naukowe mozna stwierdzi¢, ze w wiekszoéci opisanych badan wykorzystano
standardowe techniki obrazowania dostgpne w mikroskopie skaningowym, ktérym dysponowat
habilitant. Wyjatek stanowi ostania praca [h10], w ktérej uktad mikroskopu uzupetniono o przestrajane
srodio éwiatta, co pozwolito na przeprowadzenie analiz widmowych. W publikacjach [h1, h2]
przedstawiono wyniki badan wstepnych, na podstawie ktorych potwierdzono, ze SSRM i SCM
pozwalajg na uzyskanie informacji o lokalnych wiasciwoéciach elektrycznych, co odpowiada
charakterystykom obu metod dostgpnym w literaturze. Mikroskopie skaningowe jako gtéwne techniki
badawcze wykorzystano do badan opisanych w pracach [h3, h6, h7, h8, h10]., sposréd ktdrych prace
[h3, h6, h7, h10] dotycza badan potprzewodnikowych struktur przyrzadowych. Publikacja [h9] ma
charakter ogdlny i opisuje metodeg analizy chropowatoéci, ktéra moze by¢ stosowana niezaleznie od
srédta informacji o topografii powierzchni i rodzaju prébki.

Zgodnie z deklaracjg habilitanta we wprowadzeniu do omoéwienia cyklu publikacji celem badan
byto pozyskanie i analiza informacji o lokalnych wtasciwosciach warstw epitaksjalnych, struktur
potprzewodnikowych oraz przyrzadéw nano-, mikro- i optoelektronicznych istotnie wplywajacych na
ich wiaséciwosci i pozwalajacych na poprawg parametrow uzytkowych technikami SPM. W wykazie
osiggnie¢ odpowiada temu:

e wykazanie zwigzku migdzy chropowatoscig powierzchni (a tym samym interfejsu AlGaN/GaN) a
smianami  rozkfadu ruchliwosci noénikow  w dwuwymiarowym gazie elektronowym w
heterostrukturach AlGaN/GaN — w pracy [h5] stwierdzono wzrost ruchliwosci wraz ze
zmniejszaniem sie chropowatosci i konieczno$¢ przeprowadzenia dalszych badan,

e wykazanie i przedstawienie odmiennego wptywu roznego rodzaju defektow powierzchniowych,
obecnych w heterostrukturach AlGaN/GaN, na procesy formowania i przewodnictwa
dwuwymiarowego gazu elektronowego, €o zrobiono w pracy [h6],



e obserwacja i wyjaénienie wplywu nieliniowosci kontaktow omowych fotorezystorow na
powierzchniowa zmiane rozkfadu fotopradu w strukturach planarnych — praca [h7],

e zbadanie zmieniajgcego sie w czasie charakteru wzrostu potencjatu powierzchniowego warstw
metali, katalizujgcych rozpad wodoru pod wptywem jego obecnosci, zaleznego grubosci rodzaju i
rodzaju warstwy metalu (Pd, Pt) — praca [h8],

e zbadania niejednorodnoéci wiasciwosci heterostruktur AlGaN/GaN wywotanych mikrostrukturg
powierzchni - praca [h10].

Whrew deklaracjom w wykazie osiggniec:

e nie wskazano w sposob bezposredni przyczyn niewtasciwego dziatania struktur czujnikéw pola
magnetycznego typu MagFET — praca [h1],

e nie zaproponowano optymalnego rodzaju i grubo$¢ metalizacji warstwy katalizujacej rozpad
wodoru w konstrukcji czujnika wodoru, bazujacego na wykorzystaniu wiasciwosci zfacza
Schottky’ego do warstw GaN i heterostruktur AlGaN/GaN — w pracy [h8] takimi czujnikami sie nie
zajmowano.

0 znaczeniu publikacji tworzacych cykl dla rozwéj dyscypliny naukowej swiadczy ich wptyw na
badania prowadzone przez innych naukowcéw, co przektada sig na liczbe cytowan. OkresSlenie jaka
liczba cytowan $wiadczy o tym, ze dana publikacja jest znaczaca nie jest mozliwe. Trudno jednak uznac
za znaczace publikacje, ktére w kilka lat po publikacji doczekaty sig jednego czy dwdch cytowan w
pracach innych autoréw. Takie artykuty stanowig potowg prac tworzgcych zadeklarowany do oceny
cykl powigzanych tematycznie artykuféw naukowych.

Tytut cyklu: ,Zastosowanie mikroskopii ze skanujgca sondg do charakteryzacji i diagnostyki
struktur przyrzagdowych poétprzewodnikéw zfozonych” sugeruje wykorzystanie znanych metod
pomiarowych do badania nowych struktur. Potwierdza to fakt, ze przy opisie metodyki eksperymentu
wielokrotnie pojawia sie informacja o wykorzystaniu mikroskopu sit atomowych Veeco Multimode V
wyposazonego w modut do konkretnego typu mikroskopii. W mojej ocenie tak zatytutowane
osiaggniecie mogtoby by¢ uznane za oryginalne, gdyby zmodyfikowano metodyke pomiaru. Takie
kryterium spefnia tylko publikacja [h10] opisujaca badania, w ktérych zmodyfikowano warunki
pomiaru dodajac pobudzenie probki Swiattem o okreélonej dtugosci fali (energii fotonéw). O tym, ze
tytut cyklu publikacji zostat wybrany Zle $wiadczy wykaz osiggnie¢ wymienionych w podsumowaniu
Oméwienia osiagniecia naukowego, do ktérych dr. inz. Adam Szyszka zaliczyt: analize zjawisk
zachodzacych w badanych strukturach, analizg korelacji miedzy wielkosciami zmierzonymi z
wykorzystaniem roznych metod pomiarowych (np. zwigzek chropowatosci powierzchni z ruchliwoscia
noénikéw pradu) i opracowanie nowej metodyki badan i analizy danych pomiarowych.

Jezeli przyjaé, ze problemem badawczym, ktéry habilitant chciat rozwigzac, byto pozyskanie i
analiza informacji o lokalnych wtasciwosciach warstw epitaksjalnych, struktur pétprzewodnikowych
oraz przyrzaddw nano-, mikro- i optoelektronicznych istotnie wplywajacych na ich wtasciwosci i
pozwalajgcych na poprawg parametrow uzytkowych technikami SPM, to taki cel w odniesieniu do
wybranych struktur zrealizowano.

Ocena pozostatych osiagnie¢ naukowych

Zgodnie z Ustawg podstawa nadania stopnia doktora habilitowanego sa osiggniecia naukowe, w
tym co najmniej jedno wymagane. Analize osiggniecia wymaganego, w tym wypadku powigzanego
tematycznie cyklu publikacji, przedstawitem powyzej. We wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego znajduje sie ponad to informacja o aktywnosci naukowej, ktéra obejmuje pozostate
osiagniecia naukowe habilitanta. Sktada sig na nie: 26 publikacji w czasopismach znajdujgcych sie w
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bazie JRC, 59 publikacji w czasopismach spoza bazy JRC, 1 rozdziat w monografii wydanej w jezyku
polskim, 40 wystgpien na konferencjach, 1 patent, udziat w realizacji 18 projektéw badawczych i 1
pracy naukowo-badawczej. W bazie SCOPUS znajduje sig 56 dokumentéw, ktérych jest autorem. Byty
one cytowane 227 razy (200 — bez autocytowan), h = 7. Wiekszos¢ publikacji jest klasyfikowana w
trzech dyscyplinach: Fizyka i Astronomia — 36,5%, Nauki inzynieryjne — 29,8% i Nauki o materiatach —
27,9%. Klasyfikacja odpowiada badaniom zwigzanym z technologia wytwarzania i diagnostyka nowych
struktur przyrzadowych dla elektroniki. Tak wiec tematyka prac opublikowanych przez dr. Adama
Szyszke odpowiada dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Ocena aktywnosci w innych instytucjach naukowych

Oprdécz posiadania w dorobku osiggnigcia naukowego, osoba ubiegajgca sie 0 nadanie stopnia
doktora habilitowanego powinna wykazywac sie istotng aktywnoscia naukowa realizowang w wigcej
niz jednej uczelni lub instytucji naukowej. Ten wymog dr inz. Adam Szyszka spetnia. Od kwietnia do
wrzeénia 2011 r. pracowat na stanowisku badacza wizytujgcego w IHP GmbH — Innovations and High
performance Microelectronics we Frankfurcie nad Odrg - (RFN). Rozpoczete w tym czasie badania
kontynuowat w ramach stypendium przyznanego w ramach akcji Marii Curie Sktodowskiej, w okresie
od lipca 2012 r. do listopada 2013 r. We wrzesniu 2011 . odbyt miesieczny staz badawczy w Instytucie
Nanotechnologii w Lyonie. Staz zostat sfinansowany w ramach stypendium Rzadu Francuskiego.

Wyniki badari przeprowadzonych w zagranicznych instytucjach naukowych zostaty
opublikowane w dwoch artykutach w czasopismach naukowych oraz trzech doniesieniach w
materiatach konferencyjnych.

Podsumowujac, aktywnosé dr. inz. Adama Szyszki w innych niz macierzysta uczelnia instytucjach
naukowych byfa istotna.

Dziatalno$¢ dydaktyczna o organizacyjna

Dr inz. Adam Szyszka jest promotorem kilkudziesigciu prac magisterskich i inzynierskich oraz
autorem wyktadéw prowadzonych na kilka wydziatach Politechniki Wroctawskiej. W ramach pracy
dydaktycznej przygotowat szereg ¢wiczerh laboratoryjnych i zaje¢ projektowych dla studentdow.
Aktywnie wtigczat sig w dziatania majace na celu popularyzacjg nauki. Byt cztonkiem zespotow
powotanych do realizacji projektéw o charakterze organizacyjnym, jest opiekunem dwoch
laboratoriéw. Z powyzszych faktéw wynika, ze habilitant wykazywat sie znaczng aktywnoscig w
dziatalnoéci dydaktycznej i organizacyjnej.

Konkluzja

Na podstawie przedstawionej analizy osiagnie¢ naukowych oraz aktywnosci naukowej dr. inz.
Adama Szyszki stwierdzam, ze habilitant posiada znaczny dorobek naukowy, stanowiacy znaczy wkiad
w rozwdj dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Wykazat sig istotng aktywnoscia
naukowa w wiecej niz jednej instytucji naukowej. Przedstawiony do oceny cykl powigzanych
tematycznie artykutéw naukowych jest najstabszg czescig dorobku przedstawionego do oceny. Kryteria
wskazane przez Rade Doskonatosci Naukowej w poradniku pt.: Postepowania dotyczace nadawania
stopnia doktora habilitowanego” (aktualizacja z 5 sierpnia 2021 r.), a w szczegdlnosci dotyczace
oryginalnego rozwigzanie problemu naukowego zostaty spetnione w stopniu dostatecznym. W tej
sytuacji uwazam, ze zostaly spefnione wszystkie warunki nadania stopnia doktora habilitowanego



okreélone w art. 219 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i wnioskuje o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inz. Adamowi Szyszce.
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